Prezados Professores, Pesquisadores e Alunos da area de Microeletrénica/Nanoeletrénica,
Gostariamos de convida-los para participar de mais uma ESCOLA DE MICROELETRONICA que ocorrera em S3o Paulo (EMICRO-SP) intitulada:

OFICINA USP DE
FABRICACAO DE CIRCUITOS INTEGRADOS MQOS (TECNOLOGIA SOI)

OFICINA DE FABRICAGAO DE CIRCUITOS INTEGRADOS MOS ESCOPO DO CURSO

LOCAL:
Laboratdrio de Microeletrénica (LME)
Laboratdrio de Sistemas Integraveis (LSI)

Depto de Sistemas Eletronicos (PSI) da Escola Politécnica da USP

Data da Oficina: 23 @ 27/07/2017 (40 horas)

Numero de vagas: 12

Inscricao Gratuita

Data maxima de inscrigdo: 31/05/2018

Inscricdo e informacdes adicionais diretamente pelo site abaixo:

www.psi.poli.usp.br/emicro-fabricacao

Contato/duvidas:

Prof. Dr. Jodo A. Martino
email: martino@usp.br

Prof. Dr. Marcelo N. P. Carreno
email: carreno@Ime.usp.br
Ms. Ricardo Rangel

Email: rrangel@Isi.usp.br

Departamento de Sistemas Eletronicos (PSI)
Escola Politécnica da USP

O curso apresenta uma abordagem pratica e abrangente sobre a fabricacdo de circuitos integrados
MOS em tecnologia SOI. Nesse contexto, os estudantes participam (em Sala Limpa) da sequéncia
completa de fabricagdo de um Circuito integrado (Cl) teste com transistores, diodos, capacitores e
inversores, e se envolvem na pratica, com processos de fotolitografia, oxidacdo, implantacdo idnica,
difusdo térmica e deposicao por plasma de filmes isolantes e metalicos. O curso também inclui aulas
relativas ao projeto do processo de fabricacdo e caracterizagdo elétrica dos dispositivos fabricados.

TECNOLOGIA UTILIZADA

A tecnologia SOl MOSFET é sucessora da tecnologia MOS convencional e na atualidade é padrdo de
fabricagdo nas principais industrias de microeletrénica do mundo, como a Samsung, IBM e
STMicroelectronics. Os dispositivos SOI fabricados no curso sdo de tipo nMOSFET e apresentam como
principal caracteristica a utiliza¢cdo de portas auto alinhadas de silicio policristalino, num processo de
fabricagcdo que emprega apenas 3 etapas de fotolitografia. O processo em questao foi totalmente
desenvolvido na Universidade de Sdo Paulo (USP) e as aulas serdo realizadas nas dependéncias do
Laboratério de Microeletrénica (LME) e Laboratério de Sistemas Integraveis (LSI) da Escola Politécnica
(EP) da USP. A tecnologia apresentada permite a fabricacdo de transistores SOl nMOSFET de até

0,5 mm.

PUBLICO ALVO

Alunos de graduacgdo e pés-graduacdo em Eng. Elétrica, Fisica, Quimica, Tecnologia e afins.
Pesquisadores de centros de pesquisa em areas afins com a microeletronica e suas tecnologias:
Profissionais da industria em dreas afins com a microeletrénica e suas tecnologias

Informagodes adicionais:
www.psi.poli.usp.br/emicro-fabricacao




